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INTRODUCAO RESULTADOS

O processo de transferéncia de padroes por litografia, ou 1,0 eomm= = g o g g g g gy = = = m == === - -
simplesmente, litografia, € um dos processos basicos da 08 g
indUstria de semicondutores e peca chave para o avanco
dos nds tecnoldgicos previstos no ITRS e IRDS. Desde que
O primeiro circuito integrado planar fol fabricado em 1959, o
avanco da litografia tem sido a for¢ca motriz para a reducao
das dimensoes dos transistores dos iniciais 10 um para 0s
atuais <5nm.

Contudo, esse processo fol projetado para uso em
substrato de silicio, altamente padronizados e gualificados.
Por exemplo, as normas SEMI M1 e M28-97 estabelecem
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que um substrato de silicio de 300mm de diametro pode T

s 0,0
ter, no maximo, 50 um de warp (empenamento). 10 100 " 1000
Esta nao € uma realidade para a maioria dos substratos Dose de exposicdo (ml/cm?)

utiizados em tecnologias de empacotamento eletronico
avancado e integracao de sistemas, como alumina, FR4,
duroid entre outros, inclusive flexiveis, como Kapton e PET.
O equipamento utilizado para o processo precisa, portanto,
ser caracterizado para gue 0 uso em tais substratos seja
possivel.

Fig. 1: Curva de contraste do fotorresiste (7 min.) - Dy,
= 280 mJ/icm? e Yy = 2,13. Baixo contraste e baixa
uniformidade.

OBJETIVO

O projeto tem por objetivo testar e avaliar a capacidade
de transferéncia de padroes eletronicos nesses
substratos nao convencionais; I.e. litografia em
substratos diferentes de laminas de silicio grau
eletronico.

METODOS

Durante os processos de fotolitografia para transferéncia
de padroes de estruturas micrometricas (=1 pm),
empregando os parametros de costume, verificamos que
as estruturas desejadas nao eram transferidas para o
substrato de forma adequada.

Fol proposta a seguinte abordagem na tentativa de
identificar a(s) possivel(eis) causa(s) do problema:
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1. Anéalise da qualidade geral do processo de fotolitografia Fig. 2. Imagens das medidas de pertilometria da
e do fotorresiste por meio da realizacdo de um superficie do fotorresiste (a) 1D, (b) 2D e (c) 3D.
experimento de curva de contraste do fotorresiste; Estruturas estriadas e estruturas Irregulares que
2.Determinagdo do contraste do fotorresiste em fungao parecem formar graos de espalhamento, com
do tempo de revelacéo. cavidades de contorno e ondulacoes de ~800 nm.

CONCLUSOES

RESULTADOS

Tabela 1: y'e D,,, em fungdo do tempo de revelagio. A observacao de estrias combinadas ao fato de a

espessura padrao do fotorresiste para este processo
ter aumentado nos leva a concluir que este fotorresiste

Revelacao (min.) Contraste y D,y (MJ/cm?)

185 330 ja perdeu solvente por evaporacao o suficiente para
;fg g;g torna-lo mais viscoso e instavel. Assim, sera necessario

conduzir novos estudos para adeguar O pProcesso a
essa condicao do fotorresiste.
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